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(57) Rezumat:

Inventia se referd la un detector pentru senzorii de gaze
fotoacustici, realizat in tehnologie MEMS. Detectorul
conform inventiei contine un diapazon (102) din siliciu,
realizat prin corodare, care este acoperit cu un strat
piezoelectric ce este Tncorporat intr-un tranzistor (103)
cu filme subtiri de tip "poarta-deasupra", ansamblul
astfel creat functionand astfel incat undele de presiune
generate de absorbtia luminii intre cele doud brate ale
diapazonului (102), de catre gazul care se doreste a fi
monitorizat, fac diapazonul (102) sa vibreze, vibratiile
fiind transformate de stratul piezoelectric in sarcini elec-
trice care moduleaza curentul de drena prin tranzistorul
(103) cu filme subtiri.
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DETECTOR PENTRU SENZORII DE GAZE FOTO-ACUSTICI
Inventatori: Viorel Avramescu, Viorel-Georgel Dumitru, Octavian Narcis Ionescu
Descrierea inventiei:

Prezenta inventie se referd la un la un detector pentru senzorii de gaze de tip foto-acustic
realizat In tehnologie MEMS.

Senzorii de gaze sunt solicitati din ce in ce mai mult intr-o multitudine de aplicatii precum
monitorizarea calitatii aerului, monitorizarea si controlul proceselor de ardere si a emisiilor
rezultate, in controlul proceselor industriale, in aplicatii medicale, etc... Ideal, senzorii ar trebui sa
aibd senzitivitate si selectivitate cat mai bune, timp de viatd cat mai indelungat si un cost de
fabricatie cat mai scdzut. Din aceste considerente, senzorii foto-acustici sunt vazuti ca fiind foarte
promititori [ 1]. Senzorii foto-acustici contin de regulé o surséd de lumind, o cavitate in care se afla
gazul care se doreste a fi monitorizat si un detector, diverse solutii constructive fiind investigate
pe plan mondial [1,2]. Astfel, de exemplu, mai multi senzori foto-acustici utilizind pentru detectie
microfoane sau diapazoane cu cuart sunt raportati in literatura [ 1,2]. De asemeni, numeroase solutii
constructive au fost propuse in brevete si cereri de brevete. Astfel:

= US-7605922-B2 descrie un senzor de gaz foto-acustic utilzand un diapazon de cuart ca
detector si 0 metoda de a realiza spectroscopie foto-acustica cu respectivul dispozitiv;

= EP 2 402 735 A3 descrie un senzor de gaz foto-acustic avand o cavitate conica cu pereti
reflectorizanti construita astfel incat sd mareasca parcursul razelor de lumina in cavitate si deci si
absorbtia luminii de citre gazul care se doreste a fi detectat;

= EP 2278709 Al descrie un rezonator de tip diapazon construit din cuart acoperit cu filme

subtiri piezoelectrice de AIN;
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= EP 2613440 A1 descrie de asemenea un rezonator piezoelectric de tip diapazon de mici
dimensiuni.

Aceste solutii propuse in literatura si in patente prezinta insa diferite dezavantaje, cum ar
complexitatea si costul ridicat al dispozitivelor sau dificultatea de prelucrare a semnalului
detectorului.

Prin urmare este nevoie de un detector imbunatatit pentru senzorii de gaze de tip foto-
acustic posibil de fi fabricat in tehnologie MEMS.

Un astfel de dispozitiv este cel propus de noi in prezenta inventie.

Dispozitivul contine un diapazon de siliciu realizat prin corodare care este acoperit cu un
strat piezoelectric depus prin pulverizare in camp magnetron. Stratul piezoelectric este incorporat
intr-un tranzistor cu filme subtiri jucand rolul unui oxid de poartd sensibil la vibratii. Undele de
presiune generate de absorbtia luminii intre cele doud brate ale diapazonului de catre gazul care se
doreste a fi monitorizat fac ca diapazonul sa vibreze. Vibratiile diapazonului sunt convertite de
stratul piezoelectri in sarcini electrice care moduleaza curentul de drend prin tranzistorul cu filme
subtiri.

Prezenta inventie este descrisd In continuare §i in legatura cu figurile ce reprezinta:
Figura 1:

Figura 1a descrie o reprezentare schematica a unui detector pentru senzorii de gaze de tip
foto-acustic realizat pe placheta 101 care contine un diapazon 102 acoperit cu un strat piezoelectric
care este incorporat in tranzistorul cu filme subtiri de tip ,,poarta deasupra” (top-gate) 103 .

Figura 1b descrie o reprezentare schematica detaliata a tranzistorului 103 de tip ,,poarta
deasupra” din Figura 1a realizat pe diapazonul 102, evidentiind stratul piezoelectric 1031, stratul

semiconductor 1032, electrodul de poartd 1033 si electrozii de sursd si drena 1034.
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Figura 2:

Figura 2a descrie o reprezentare schematicd a unui detector pentru senzorii de gaze de tip
foto-acustic realizat pe placheta 201 care contine un diapazon 202 acoperit cu un strat piezoelectric
care este incorporat in tranzistorul cu filme subtiri de tip ,,poarta dedesubt” (bottom-gate) 203.

Figura 2b descrie o reprezentare schematica detaliata a tranzistorului de tip ,,poarta
dedesubt” din Figura 2a realizat pe diapazonul 202, evidentiind stratul piezoelectric 2031, stratul
semiconductor 2032, electrodul de poartd 2033 si electrozii de sursd si drena 2034.

Detectorul este realizat in tehnologie MEMS. Mai intéi, pe placheta care poate fi de Si sau de SOI
(silicon-on-insulator) este fabricat tranzistorul cu filme subtiri contindnd incorporat stratul
piezoelectric si apoi este realizat prin corodare diapazonul de siliciu. Procesele tehnologice care se
pot utiliza sunt cele clasice, binecunoscute in domeniu. Astfel, de exemplu, electrozii de tipul
Ti/Au, Mo, Pt, AZO, etc, se definesc prin fotolitografie si se depun apoi prin pulverizare in cAmp
magnetron sau prin evaporare cu tunul electronic. Stratul semiconductor poate fi realizat din IGZO
prin pulverizare in cAmp magnetron in regim de radio-frecventd [3]. Stratul piezoelectric de AIN

poate firealizat de asemnea prin pulverizare in cAmp magnetron [4-6].
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Revendicari:

1.  Un detector pentru senzori de gaze de tip foto-acustic caracterizat prin aceea ci este
format dintr-un diapazon si un tranzistor sensibil la vibratii;

2. Un detector ca cel descris in revendicarea | caracterizat prin aceea ci tranzistorul sensibil

la vibratii este realizat cu filme subtiri si contine un strat piezoelectric de AIN.
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